
 
Fig. 1  Typical AFM topographic image of (a) 
pre-grown Si-QDs and (b) dot height distribution 
evaluated from the AFM images taken after Ge 
deposition, and Si-cap formation. 
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１．概要（Summary） 

Ge-Si 系スーパーアトムを活性層に用いて、室温･低電

圧（1V 程度）で駆動できる極薄の高効率・高速エレクトロ

ルミネッセンス(EL)デバイスが実現できれば、飛躍的な進

歩を遂げているシリコン ULSI 技術をベースに Si 系量

子ドットトランジスタやフローティングメモリデバイスを組み

合わせて、将来の少数電子･少数光子を使った大規模な

高度情報処理へと発展する可能性が高い。今回、Geコア

Si 量子ドットを用いた発光デバイス(LED)開発を目指し、

広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の設備を

利用して、2インチウェハ上のGeコアSi量子ドットの高密

度・一括形成を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

酸化炉 

 

【実験方法】 

熱酸化によりp-Si(100)基板上に~10nmの酸化膜を形

成した後、SiH4およびGeH4を用いた減圧化学気相堆積

法(LPCVD)によりGeコア Si量子ドットを高密度・一括形

成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

H2希釈 SiH4ガスを用いた Low- Pressure CVD後の

AFM表面形状像から、Si量子ドットが面密度~1011cm-2 

(平均ドット高さ :~3.1nm) で形成できていることが分

かる。また、各工程における AFM 像において、ドット

面密度に顕著な変化は認められず、サイズ分布から算出

した平均高さが各々増大していることから、Ge コア Si

量子ドットが高密度に一括形成されていることを確認し

た(Fig. 1)。 
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